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[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]

(54) Title: OPTOELECTRONIC SEMICONDUCTOR COMPONENT
(54) Bezeichnung : OPTOELEKTRONISCHES HALBLEITERBAUTEIL

FIG 1

(57) Abstract: In at least one embodiment of the optoelectronic semiconductor component (1), the latter comprises at least one
optoelectronic semiconductor chip (2) and a leadframe (3) having one or a plurality of leadtrame parts (31, 32). Furthermore, the
semiconductor component (1) comprises at least two electrical connection means (4), such as bonding wires, via which the
semiconductor chip (2) is electrically contact-connected to the leadframe (3). A potting body (5) is potted to the leadframe (3) and
mechanically supports the latter. In this case, one or a plurality of the leadframe parts (31, 32) is or are provided with a reflective
coating (6) at a top side (36), on which the semiconductor chip (2) is fitted. The leadframe (3) additionally comprises at least two
contact locations (34), onto which the connecting means (4) are fitted. The contact locations (34) are shaped from a material that is
difterent from the retlective coating (6).

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

In mindestens einer Ausfilhrungsform des optoelektronischen Halbleiterbauteils (1) beinhaltet dieses mindestens einen
optoelektronischen Halbleiterchip (2) sowie einen Leiterrahmen (3) mit einem oder mehreren Leiterrahmenteilen (31, 32).
Weiterhin weist das Halbleiterbauteil (1) mindestens zwei elektrische Verbindungsmittel (4) wie Bond-Dréhte auf, iiber die der
Halbleiterchip (2) elektrisch mit dem Leiterrahmen (3) kontaktiert ist. Ein Vergusskdrper (5) ist an dem Leiterrahmen (3)
angebracht und stiitzt diesen mechanisch. Hierbei ist eines oder sind mehrere der Leiterrahmenteile (31, 32) an einer Oberseite
(36), auf der der Halbleiterchip (2) angebracht ist, mit einer reflektierenden Beschichtung (6) versehen. Der Leiterrahmen (3)
beinhaltet auflerdem mindestens zwei Kontaktstellen (34), auf die die Verbindungsmittel (4) angebracht sind. Die Kontaktstellen
(34) sind aus einem von der reflektierenden Beschichtung (6) verschiedenen Material geformt.
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Beschreibung

Optoelektronisches Halbleiterbauteil

Es wird ein optoelektronisches Halbleiterbauteil angegeben.

Eine zu l&sende Aufgabe besteht darin, ein optoelektronisches
Halbleiterbauteil anzugeben, das eine hohe
Lichtauskoppeleffizienz aufweist und das effizient

herstellbar ist.

Gemafy zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauteils umfasst dieses einen, bevorzugt mehrere
optoelektronische Halbleiterchips. Bei dem mindestens einen
Halbleiterchip handelt es sich beispielsweise um eine
Fotodiode oder, bevorzugt, um eine Leuchtdiode. Ebenso kann
der Halbleiterchip als Halbleiterlaser ausgeformt sein.
Zusatzlich zu dem Halbleiterchip umfasst das
Halbleiterbauteil optional auch eine Schutzdiode gegen

elektrostatische Entladung, kurz ESD-Schutzdiode.

Wird im Folgenden der Begriff Halbleiterchip in der Einzahl
verwendet, so sind mehrere Halbleiterchips mit
eingeschlossen. Die genannten Eigenschaften oder Merkmale
hinsichtlich des oder der Halbleiterchips gelten dann
bevorzugt fir eine Mehrheit der Halbleiterchips oder fur alle
optoelektronischen Halbleiterchips, insbesondere fir alle
solchen Halbleiterchips, die zu einer Strahlungsemission im
bestimmungsgemaRen Betrieb des Halbleiterbauteils

eingerichtet sind.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das

Halbleiterbauteil einen Leiterrahmen. Der Leiterrahmen weist



WO 2013/045196 PCT/EP2012/066804

ein Leiterrahmenteil oder mehrere Leiterrahmenteile auf. Die
Leiterrahmenteile sind bevorzugt aus einem metallischen
Material, bevorzugt basierend auf Metallen wie Kupfer oder
Aluminium, beispielsweise einer Kupferlegierung oder einer
Aluminiumlegierung, geformt und sind innerhalb des
Halbleiterbauteils nicht unmittelbar elektrisch miteinander
verbunden. Uber den Leiterrahmen ist das Halbleiterbauteil

extern elektrisch kontaktierbar.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
Halbleiterbauteil mindestens zweil elektrische
Verbindungsmittel. Uber die Verbindungsmittel ist der
Halbleiterchip direkt oder indirekt elektrisch mit dem
Leiterrahmen sowie mit einem oder mehreren der
Leiterrahmenteile kontaktiert. Bei dem Verbindungsmittel
handelt es sich bevorzugt um einen Bond-Draht, um ein
flexibles Leiterband oder um eine elektrisch leitfahige
Beschichtung, die von einer elektrischen Kontaktfldche des
Halbleiterchips hin zu mindestens einem der Leiterrahmenteile

reicht.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform weist das
Halbleiterbauteil mindestens einen Vergusskdrper auf. Der
Vergusskdrper ist an dem Leiterrahmen angebracht und stitzt
diesen mechanisch. Weist der Leiterrahmen mehrere
Leiterrahmenteile auf, so verbindet der Vergusskdrper die
Leiterrahmenteile mechanisch miteinander. Es ist mdglich,
dass der VergusskOrper als Reflektor oder Reflektorteil fur
von den Halbleiterchips ausgesandte Strahlung ausgebildet ist

und hierzu zusatzliche Beschichtungen umfasst.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils

ist eines oder sgind mehrere der Leiterrahmenteile an einer
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Oberseite mit einer reflektierenden Beschichtung versehen.
Eine Reflektivitat der Beschichtung liegt fir Strahlung im
sichtbaren Spektralbereich, beispielsweise beili einer
Wellenldnge von 480 nm, bei mindestens 90 %, bevorzugt bei
mindestens 95 %, besonders bevorzugt bei mindestens 97,5 %.
Beschichtung bedeutet, dass auf ein Basismaterial des
Leiterrahmens oder des entsprechenden Leiterrahmenteils ein

weiteres oder mehrere weitere, insbesondere von dem

Basismaterial verschiedene Materialien aufgebracht sind.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
ist der Halbleiterchip auf der reflektierenden Beschichtung
an der Oberseite angebracht. Mit anderen Worten befindet sich
die reflektierende Beschichtung unmittelbar unterhalb des
Halbleiterchips, in Draufsicht auf die Oberseite gesehen.
Eine Unterseite des Leiterrahmens oder des Leiterrahmenteils,
wobeil die Unterseite der Oberseite gegenitberliegt und an der
Unterseite insbesondere kein Halbleiterchip angebracht ist,
ist bevorzugt frei von der reflektierenden Beschichtung. Der
Halbleiterchip ist bevorzugt derart auf der Oberseite
angebracht, zum Beispiel mit einem optisch transparenten und
klarsichtigen Kleber, dass eine reflektierende Wirkung der
Beschichtung unterhalb des Halbleiterchips fir von dem
Halbleiterchip erzeugte Strahlung nicht oder nicht
signifikant durch etwa den Kleber beeintrdchtigt ist. Mit
anderen Worten kann an der reflektierenden Beschichtung im
Halbleiterchip erzeugte Strahlung reflektiert werden, ohne
dass signifikante Absorptionsverluste oder Streuverluste

auftreten.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
weigst der Leiterrahmen mindestens zwei Kontaktstellen auf.

Auf die Kontaktstellen ist das Verbindungsmittel unmittelbar
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angebracht. Insbesondere sind die Kontaktstellen dazu
eingerichtet, einen Bond-Draht darauf zu befestigen. Hierzu
weigen die Kontaktstellen bevorzugt ein vergleichsweise
weiches Material wie Gold, Silber oder Aluminium auf. Ebenso
kénnen die Kontaktstellen Materialien wie Palladium oder NiP,
insbesondere mit einem Phosphor-Anteil von bis zu 10 %,
aufweisen oder hieraus bestehen. Es ist méglich, dass die
Leiterrahmenteile je hdéchstens eine der Kontaktstellen

aufweisen.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
gsind die Kontaktstellen aus einem von einem Material der

reflektierenden Beschichtung verschiedenen Material gebildet.
Mit anderen Worten sind die Kontaktstellen nicht durch einen

Teilbereich der reflektierenden Beschichtung gebildet.

In mindestens einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Halbleiterbauteils beinhaltet dieses mindestens einen
optoelektronischen Halbleiterchip sowie einen Leiterrahmen
mit einem oder mehreren Leiterrahmenteilen. Weiterhin weist
das Halbleiterbauteil mindestens zwei elektrische
Verbindungsmittel wie Bond-Drahte auf, uUber die der
Halbleiterchip elektrisch mit dem Leiterrahmen kontaktiert
ist. Ein VergusskOrper ist an dem Leiterrahmen angebracht und
stlitzt diesen mechanisch. Hierbei ist eines oder sind mehrere
der Leiterrahmenteile an einer Oberseite, auf der der
Halbleiterchip angebracht ist, mit einer reflektierenden
Beschichtung versehen. Der Halbleiterchip ist dabei auf der
reflektierenden Beschichtung angebracht. Der Leiterrahmen
beinhaltet auferdem mindestens zwei Kontaktstellen, auf die
die Verbindungsmittel angebracht sind. Die Kontaktstellen
gsind aus einem von der reflektierenden Beschichtung

verschiedenen Material geformt.
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Durch die reflektierende Besgchichtung ist eine hohe
Lichtauskoppeleffizienz des Halbleiterbauteils realisierbar,
insbesondere fallg der Halbleiterchip ein
strahlungsdurchlassiges Substrat wie ein Saphirsubstrat
aufweist, durch das in einer Halbleiterschichtenfolge des
Halbleiterchips erzeugte Strahlung an den Leiterrahmen
gelangt. Dadurch, dass die Kontaktstellen frei von der
reflektierenden Beschichtung sind, ist eine elektrische
Kontaktierung des Halbleiterchips mittels insbesondere Bond-

Drahten effizient ermdglicht.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform weist das
Halbleiterbauteil einen Leiterrahmen mit mindestens zwei,
bevorzugt mit mindestens drei Leiterrahmenteilen auf. Die
Leiterrahmenteile sind aus demselben Stanztrager gefertigt.
Ein Stanztrager ist hierbei beigpielsweise ein blechfdrmiges
Halbzeug, aus dem die Leiterrahmenteile herausgestanzt
werden. Bei dem Stanztradger handelt es sich zum Beispiel um
ein Aluminiumblech, das an einer Seite mit der

reflektierenden Beschichtung versehen ist.

Gemaf? zumindest einer Ausfihrungsform ist die reflektierende
Beschichtung durchgangig an allen Oberseiten der
Leiterrahmenteile aufgebracht. Den Oberseiten
gegenlberliegende Untersgeiten der Leiterrahmenteile sind frei
von der reflektierenden Beschichtung. An den Oberseiten sind
also dann keine Bereiche gebildet, in denen die
reflektierende Beschichtung entfernt ist. Ferner sind auf der
reflektierenden Beschichtung, mit Ausnahme zur unmittelbaren
Befestigung des Halbleiterchips oder eines Kontaktpodestes,

keine weiteren Beschichtungslagen aufgebracht. Speziell sind
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auf der reflektierenden Beschichtung keine Leiterbahnen

angebracht.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
weist mindestens eines der Leiterrahmenteile, bevorzugt
mindestens zwei oder genau zwel der Leiterrahmenteile eine
Biegung auf. Ein Biegewinkel betragt bevorzugt 90° oder 180°,
bevorzugt mit einer Toleranz von héchstens 10° oder hdchstens
5°. Biegung kann bedeuten, dass das gebogene Leiterrahmenteil
mindestens zwei Bereiche der Oberseite aufweist, wobei
Normalen zu diesen Oberseitenbereichen in unterschiedliche
Richtungen weisen, wobei ein Winkel zwischen den Normalen

bevorzugt die genannten Werte aufweist.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
igst mindestens eines der Leiterrahmenteile oder sind
mindestens zwei der Leiterrahmenteile derart gebogen, dass
ein Teil der Unterseiten der oder des gebogenen
Leiterrahmenteils in dieselbe Richtung weist wie die
Obersgeite eines weiteren Leiterrahmenteils, auf dem der
Halbleiterchip angebracht ist. Mit anderen Worten liegt, in
Draufsicht auf das Halbleiterbauteil und auf dem
Halbleiterchip gesehen, dann ein Teil der nicht beschichteten
Unterseite der gebogenen Leiterrahmenteile oben auf. Diese
nach oben weisenden Bereiche der Unterseite der gebogenen
Leiterrahmenteile bilden bevorzugt die Kontaktstellen fir das

Verbindungsmittel aus.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils,
bei dem dieses einen mindestens oder genau zweiteiligen
Leiterrahmen aufweist, sind mindestens zwei der
Leiterrahmenteile aus voneinander verschiedenen Stanztragern

gefertigt. Diese Leiterrahmenteile weisen zum Beispiel
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voneinander verschiedene Basismaterialien wie Kupfer oder
Aluminium auf und/oder sind mit voneinander verschiedenen
Beschichtungen versehen oder nur eines der Leiterrahmenteile

igst mit der reflektierenden Beschichtung versehen.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform ist nur die Oberseite
des Leiterrahmenteils, auf dem der Halbleiterchip angebracht
ist, mit der reflektierenden Beschichtung versehen. Die
weiteren Oberseiten der anderen Leiterrahmenteile sowie alle
Unterseiten sind dann bevorzugt frei von der reflektierenden

Beschichtung.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
igt die reflektierende Beschichtung an mindestens einer der
Kontaktstellen von der Oberseite mindestens eines,
insbesondere genau eines der Leiterrahmenteile entfernt.
Hierdurch ist es ermdglicht, das Verbindungsmittel direkt mit
dem Basgismaterial des entsprechenden Leiterrahmenteils zu

verbinden, ohne dass die reflektierende Beschichtung hindert.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
bildet die reflektierende Beschichtung mindestens 90 % einer
Oberseite, an der die Kontaktstellen gebildet sind, in
Draufsicht gesehen. Bevorzugt bedeckt die reflektierende
Beschichtung mindestens 95 % oder mindestens 98 % dieser
Oberseite. Der VergusskOrper kann hierbei aufer Betracht

bleiben.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
igst mindestens eine der Kontaktstellen, die sich bevorzugt an
einer der Oberseiten befindet, mit einer Kontaktbeschichtung

versehen. Uber eine solche Kontaktbeschichtung ist ein
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Anbringen des Verbindungsmittels an dem entsprechenden

Leiterrahmenteil vereinfachbar.

Gemaf? zumindest einer Ausfihrungsform ist die
Kontaktbeschichtung auf der reflektierenden Beschichtung
angebracht. Mit anderen Worten liegt die reflektierende
Beschichtung dann zwischen dem Leiterrahmenteil und der
Kontaktbesgchichtung, die die Kontaktstelle bildet. Bei der
Kontaktbesgschichtung kann es sich auch um einen
Schichtenstapel aus mehreren Schichten mit unterschiedlichen

Materialien handeln.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
ist die Oberseite des Leiterrahmenteils, auf dem der
Halbleiterchip angebracht ist, eben geformt, mindestens in
einem nicht von dem Vergusskdrper Uberdeckten Bereich.
Hierdurch ist ein Anbringen der Halbleiterchips in grdéRerer

Anzahl auf der Oberseite vereinfacht.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
liegen die Kontaktstellen, in einer Richtung weg von der
Oberseite, auf der der Halbleiterchip angebracht ist und
entlang einer Hauptabstrahlrichtung des Halbleiterchips,
héher als die Oberseite, auf der sich der Halbleiterchip

befindet.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
sind auf der Oberseite des Leiterrahmenteils, auf dem sich
der Halbleiterchip befindet, mindestens ein, bevorzugt
mindestens zwei oder genau zwei Kontaktpodeste angebracht.
Eine Podestoberseite der Kontaktpodeste liegt bevorzugt in
einer Ebene mit einer Strahlungshauptseite des

Halbleiterchips, insbesondere mit einer Toleranz von
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hochstens 15 % oder von hdchstens 5 % einer Dicke des
Halbleiterchips. Das Kontaktpodest ist beigpielsweise an
einer der Oberseite des Leiterrahmenteils zugewandten
Podestunterseite elektrisch isolierend und an der
Podestoberseite elektrisch leitfadhig. In dem Kontaktpodest
kdénnen optional weitere Funktionen wie ein ESD-Schutz

integriert sein.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform sind an der
Podestoberseite, die dem Leiterrahmenteil abgewandt ist,
mindestens zwei oder genau zwel der Verbindungsmittel
angebracht. Eines der Verbindungsmittel reicht bevorzugt zu
einer der Kontaktstellen auf einem weiteren Leiterrahmenteil,
ein zweites der Verbindungsmittel reicht bevorzugt zu einem
der Halbleiterchips. Von der Podestoberseite ausgehend kdnnen

mehrere der Halbleiterchips elektrisch kontaktiert sein.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
weigt dieses voneinander verschieden geformte
Verbindungsmittel und/oder Verbindungsmittel mit
unterschiedlichen Materialien auf. Beispielsgsweise erfolgt
eine elektrische Kontaktierung zwischen benachbarten
Halbleiterchips Uber dinne Bond-Drdhte und eine Kontaktierung
hin zu den Kontaktstellen an den Leiterrahmenteilen mit im

Vergleich hierzu dickeren Bond-Drahten.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
sind die Kontaktstellen vor direkter von dem Halbleiterchip
emittierter Strahlung abgeschattet. Mit anderen Worten gibt
es keine gerade, ununterbrochene Verbindungslinie von einer
der Oberseite abgewandten Strahlungshauptseite des
Halbleiterchips hin zu den Kontaktstellen. Die Abschattung

erfolgt beigpielsweise durch Teile des Leiterrahmenteils, an
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dem die Kontaktstelle ausgebildet ist, und/oder durch den
VergusskOrper. Beispielsweise sind die Kontaktstellen ringsum

von einem Material des Vergusskdrpers umrahmt.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
igt der Vergusskdrper aus einem lichtundurchléssigen Material
gebildet oder umfasst mindestens ein solches Material. Der
Vergusskdrper ist zum Beispiel aus einem reflektierenden oder

absorbierenden Kunststoff geformt.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform weisen die
Leiterrahmenteile oder eines oder mehrere der
Leiterrahmenteile als Basismaterial Aluminium auf,
insbesondere eine Aluminiumlegierung. Auf dem Basismaterial
igst die reflektierende Beschichtung aufgebracht. Die
reflektierende Beschichtung weist insbesondere eine
Silberschicht auf, auf der bevorzugt wiederum eine oder
mehrere Schichten mit einem Siliziumoxid und/oder einem
Titanoxid ausgeformt sind. Die reflektierende Beschichtung
umfasst bevorzugt einen Schichtenstapel aus Materialien mit
unterschiedlichem Brechungsindex, so dass ein Bragg-Spiegel
gebildet ist. Insbesondere ist ein metallischer Spiegel,
bevorzugt mit oder aus Silber, und ein Schichtenstapel
insbesondere mit einem Titanoxid und mit einem Siliziumoxid

kombiniert.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
sind die Kontaktstellen mit einer Schichtenfolge aus Nickel,
Palladium und Gold gebildet, wobei die Nickelschicht
bevorzugt dicker ist als die Goldschicht und die
Palladiumschicht. Eine Dicke der Nickelschicht liegt
bevorzugt zwischen einschliefflich 3 pm und 5 um. Die

Palladiumschicht zwischen der Goldschicht und der



WO 2013/045196 PCT/EP2012/066804
11

Nickelschicht weist bevorzugt eine Dicke von mindestens
100 nm auf. Eine Dicke der Goldschicht betragt bevorzugt

mindestens 50 nm.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
betragt eine Dicke desgs Leiterrahmenteils oder der
Leiterrahmenteile, auf dem der Halbleiterchip angebracht ist
und/oder die bevorzugt auf Aluminium basieren, insbesondere
inklusive der reflektierenden Beschichtung, hdchstens 2 mm
oder héchstens 1,5 mm. Es Ubersteigt diese Dicke

beigpielsweise 300 um oder 500 um.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
betrdgt eine Dicke des Leiterrahmenteils oder der
Leiterrahmenteile, die zur externen elektrischen
Kontaktierung des Halbleiterbauteils eingerichtet sind und
die bevorzugt auf Kupfer basieren, hdchstens 300 pum oder
héchstens 200 pm. Es Ubersteigt diese Dicke beispielsweise

80 pm oder 125 pum.

Gemafy zumindest einer Ausfihrungsform liegt ein mittlerer
Durchmesser des Leiterrahmenteils, auf dem der Halbleiterchip
angebracht ist, zwischen einschliefflich 8 mm und 30 mm,
bevorzugt zwischen einsgschliefflich 15 mm und 28 mm. Solche
vergleichsweise grofle Durchmesser bei insbesondere dinnen
Leiterrahmenteilen sind durch die mechanisch stabilisierende

Wirkung des Vergusskdrpers erzielbar.

GemafR zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
umgibt der Vergusskdrper, in Draufsicht gesehen, den
Halbleiterchip ringsum und vollstandig. Ein von dem
VergusskoOrper umschlossenes Areal ist hierbei, ebenfalls in

Draufsicht gesehen, vollstdndig von dem Leiterrahmenteil, auf
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dem der Halbleiterchip aufgebracht ist, ausgeflillt. Dadurch,
dass innerhalb des Vergusskdrpers nur eines der
Leiterrahmenteile eine Oberfldache ausbildet, ist ein
Reflexionsverhalten innerhalb dieses Areals besonders

gleichmafBig.

Nachfolgend wird ein hier beschriebenes optoelektronisches
Halbleiterbauteil sowie ein Verfahren zur Herstellung eines
solchen Bauteils unter Bezugnahme auf die Zeichnung anhand
von Ausfihrungsbeispielen ndher erldutert. Gleiche
Bezugszeichen geben dabei gleiche Elemente in den einzelnen
Figuren an. Es sind dabei jedoch keine mafdstdblichen Bezlge
dargestellt, vielmehr kénnen einzelne Elemente zum besseren

Verstandnis Ubertrieben grofs dargestellt sein.

Es zeigen:

Figuren 1 bis 8 schematische Darstellungen von
Ausfihrungsbeispielen von hier beschriebenen

optoelektronischen Halbleiterbauteilen, und

Figuren 9 bis 11 schematische Ablaufe von Verfahren zur
Herstellung von hier beschriebenen

Halbleiterbauteilen.

In Figur 1 ist in einer perspektivischen Darstellung ein
Ausfihrungsbeisgpiel eines optoelektronischen
Halbleiterbauteils 1 dargestellt. Das Halbleiterbauteil 1
weigst einen Leiterrahmen 3 mit drei Leiterrahmenteilen 31, 32
auf. Auf dem zentral angeordneten Leiterrahmenteil 32 sind
matrixartig eine Vielzahl von optoelektronischen
Halbleiterchips 2 angebracht. Bei den Halbleiterchips 2

handelt es sich bevorzugt um Leuchtdioden, kurz LEDs. Das
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Halbleiterbauteil 1 ist oberfldchenmontierbar, es handelt

sich um ein so genanntes SMT-Bauteil.

Die Leiterrahmenteile 31, 32 weisen jeweils an einer
Oberseite 36 eine reflektierende Beschichtung 6 auf. Die
Halbleiterchips 2 sind unmittelbar auf der reflektierenden
Beschichtung 6 und somit auf der Oberseite 36 des zentralen
Leiterrahmenteils 32 aufgebracht, zum Beispiel aufgeklebt.
Die beiden aufien liegenden Leiterrahmenteile 31 weisen
jeweils eine Biegung 37 um 180° auf, so dass stellenweise
eine der Oberseite 36 gegenlberliegende Unterseite 35 dieser
Leiterrahmenteile 31 nach oben in dieselbe Richtung wie die

Oberseite 36 des zentralen Leiterrahmenteils 32 weist.

Zur elektrischen Kontaktierung weist das Halbleiterbauteil 1
an der Oberseite 36 des zentralen Leiterrahmenteils 32
bevorzugt zwei Kontaktpodeste 9 mit Podestoberseiten 90 auf.
Aufgrund der perspektivischen Darstellung ist nur eines der
Kontaktpodeste 9, englisch auch als island die bezeichnet, in
Figur 1 erkennbar. Die Kontaktpodeste 9 weisen naherungsweise
dieselbe Gréfie auf wie die Halbleiterchips 2, beispielsweise
mit einer Toleranz von hdéchstens 20 % entlang aller
Raumrichtungen. Die Halbleiterchips 2 sind mit den
Kontaktpodesten 9 sowie untereinander mit in Figur 1 nicht
gezeichneten, vergleichsweise dinnen Bond-Drahten verbunden,
die zum Beispiel aus Gold gefertigt sind und Durchmesser

zwischen einschlieflich 15 pum und 30 um, insbesondere zirka

22 um, aufweisen kdénnen.

Ferner sind die Kontaktpodeste 9 Uber Verbindungsmittel 4 mit
Kontaktstellen 34 elektrisch verbunden. Die Verbindungsmittel
4 sind als Bond-Drahte geformt. Ein Material der

Verbindungsmittel 4 ist beispielsweise Aluminium und/oder
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Gold und eine Dicke der Verbindungsmittel 4 liegt zum
Beispiel bei zirka 50 um oder 75 pum. Die Kontaktstellen 34
sind durch die Teile der Unterseiten 35 der aufleren
Leiterrahmenteile 31 gebildet, die in eine
Hauptabstrahlrichtung z der Halbleiterchips 2 weisen. Die
Kontaktstellen 34 sind hierbei von einem Material eines
Vergusskdrpers 5 in lateraler Richtung ringsum vollstandig
umgeben und hierdurch von den Halbleiterchips 2 abgeschattet.
Uber den Vergusskdrper 5 sind die einzelnen Leiterrahmenteile

31, 32 des Leiterrahmens 3 mechanisch miteinander verbunden.

In Figur 2 ist ein weiteres Ausfihrungsbeispiel des
Halbleiterbauteils 1 perspektivisch dargestellt. Zur
Vereinfachung sind die Halbleiterchips 2 sowie die
Verbindungsmittel 4 und die optionalen Kontaktpodeste 9 nicht
gezeichnet. Das Halbleiterbauteil 1 gemdfs Figur 2 ist auch in
einer Ansicht von unten in Figur 3 und in einer Seitenansicht

in Figur 4 illustriert.

Das Halbleiterbauteil 1 weist ein zentralesgs Leiterrahmenteil
32 auf, das an zweil Seiten an jeweils drei Leiterrahmenteile
31 grenzt. Die aduReren Leiterrahmenteile 31 sowie das
zentrale Leiterrahmenteil 32 sind aus voneinander
verschiedenen Stanztradgern gefertigt. Nur das zentrale
Leiterrahmenteil 32 ist an der Oberseite 36 mit der
reflektierenden Beschichtung 6 versehen. Optional ist das
zentrale Leiterrahmenteil 32 mit einer

Befestigungsvorrichtung 38 ausgestattet.

Eine Breite Al der Befestigungsvorrichtung 38 liegt bei
12 mm. Eine Breite A2 der Leiterrahmenteile 31 betragt 12 mm.
Ein Innendurchmesser A3 des Vergusskdrpers 5 liegt bei 23 mm,

ein AuRBendurchmesser A4 bei 30 mm. Eine Breite A5 eines



WO 2013/045196 PCT/EP2012/066804
15

Simses, an dem die Kontaktstellen 34 angebracht sind,
vergleiche Figur 2, liegt bei 1,5 mm. Eine Dicke A6 des
gesamten Halbleiterbauteils 1 betragt 2,7 mm. Die genannten
MaRe oder ein Teil der genannten MaRe kdénnen auch flir alle
anderen Ausfihrungsbeispiele gelten. Die genannten MafRe
gelten insbesondere jeweils mit einer Toleranz von hdchstens

[ [

75 % oder von hoéchstens 50 % oder von hdchstens 25 %.

In Figur 5 ist in einer schematischen Schnittdarstellung ein
weiteres Ausfihrungsbeispiel des Halbleiterbauteils 1
illustriert. Die Leiterrahmenteile 31, 32 liegen nicht in
einer Ebene. An dem Leiterrahmenteil 32, auf dem der
Halbleiterchip 2 mit der Strahlungshauptseite 20 aufgebracht
ist, ist eine Ausnehmung in der Beschichtung 6 an der
Oberseite 36 geformt. Hierdurch ist die Kontaktstelle 34
realisiert. Das Leiterrahmenteil 31 ist bevorzugt nicht mit
einer reflektierenden Beschichtung versehen. Optional ist an
den Kontaktstellen 34 jeweils eine Kontaktbeschichtung 8
angebracht, um eine Verbindung des Verbindungsmittels 4 mit

den Leiterrahmenteilen 31, 32 zu vereinfachen.

Anders als beim Ausfihrungsbeispiel gemaf Figur 5 wird eine
Bauteilunterseite des Halbleiterbauteils 1 sowohl durch den
Vergusskdrper 5 als auch durch die Unterseite 35 des
Leiterrahmenteils 32 gebildet. Beide Kontaktstellen 34 sind
durch Bereiche der Oberseiten 36 gebildet, an denen die
reflektierende Beschichtung 6 entfernt ist. GemaR Figur 6 ist
der Halbleiterchip 2 Uber das Verbindungsmittel 4 unmittelbar

mit dem Leiterrahmenteil 31 verbunden.

Wie auch in allen anderen Ausfihrungsbeigpielen kann eine
Ausnehmung 7, die durch den Vergusskdrper 5 gebildet ist, mit

einer Fillung versehen sein, in die die Verbindungsmittel 4
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sowie der Halbleiterchip 2 eingebettet sgind. Der Fillung, in
den Figuren nicht gezeichnet, kénnen optische
Diffusionsmittel oder Wellenldngenkonversionsmittel
beigegeben sein. Beigpielsweise weist die Flllung ein Silikon

oder ein Epoxid oder ein Epoxid-Silikon-Hybridmaterial auf.

Gemafy Figur 7 weist das Halbleiterbauteil 1 nur ein einziges
Leiterrahmenteil 32 auf, auf dem stellenweise eine
Kontaktbeschichtung mit einer dielektrischen Schicht 8a und
mit einer elektrisch leitfdhigen Schicht 8b aufgebracht ist.
Die Kontaktbeschichtung 8a, 8b bildet die Kontaktstelle 34.
Die Kontaktstelle 34 kann adhnlich einer Leiterbahn ausgeformt

sein.

Beim Ausfihrungsbeispiel gemdf3 Figur 8 sind beide
Leiterrahmenteile 31, 32 mit der Kontaktbeschichtung 8,
optional mit Kontaktpodesten 9, versehen. Die
Kontaktbesgchichtung 8 ist jeweils auf die reflektierende
Beschichtung 6 aufgebracht, so dass sich die reflektierende
Beschichtung 6 vollstandig Uber die zwei Oberseiten 36
erstreckt. Eine Dicke der Kontaktbeschichtungen 8 betragt

bevorzugt jeweils hdchstens 25 % einer Dicke des

Halbleiterchips 2 und/oder hoéchstens 10 um.

In Figur 9 ist in perspektivischer Darstellung ein
Herstellungsverfahren fir das optoelektronische
Halbleiterbauteil 1, insbesondere wie in Figur 1 illustriert,
gezeigt. In einem ersten Schritt, siehe Figur 9A, wird ein
Stanztrager 33 flUr den Leiterrahmen 3 bereitgestellt. Der
Stanztrager 33 ist blechfdérmig und weist die mit der
reflektierenden Beschichtung 6 versgehene Oberseite 36 und die

unbeschichtete Unterseite 35 auf.
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In einem weiteren Verfahrensschritt, siehe Figur 9B, werden
die Konturen der Leiterrahmenteile 31, 32 etwa durch Stanzen
geformt. In einem darauf folgenden Verfahrensschritt, siehe
Figur 9C, werden die Biegungen 37 an den aufleren
Leiterrahmenteilen 31 ausgeformt. Ferner wird in einem
weiteren Verfahrensschritt, siehe Figur 9D, eine Pragung 39
erzeugt. Die Pragung 39 erfolgt beispielsweise ringfdrmig und

kann auf das zentrale Leiterrahmenteil 32 beschrankt sein.

In einem weiteren Verfahrensschritt, siehe Figur 9E, wird der
VergusskOrper 5 etwa Uber ein Spritzgieflen oder Druckgiefien
erzeugt. Hierdurch erfolgt eine mechanische Verbindung der
Leiterrahmenteile 31, 32 untereinander. Gemaf Figur 9F wird
eine Verbindung der &aufReren Leiterrahmenteile 31 zu dem
Stanztrager 33 unterbrochen, so dass nur noch das
Leiterrahmenteil 32 mit dem Stanztrdger 33 mechanisch in

Verbindung steht.

In einem weiteren Verfahrensschritt, siehe Figur 9G, werden
die Halbleiterchips 2 angebracht und eine elektrische
Kontaktierung erfolgt Uber die Verbindungsmittel 4 und die
Kontaktpodeste 9. Nachfolgend wird der verbleibende
Stanztrager 33 entfernt und das Halbleiterbauteil 1
vereinzelt, so dass das Halbleiterbauteil 1 gemaff Figur 1

erhalten wird, in Figur 9 nicht dargestellt.

Ein Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauteils 1
insbesondere gemaf Figur 2 ist schematisch in Figur 10 in
perspektivischen Darstellungen gezeigt. Gemdfl Figur 10A wird
ein erster Stanztrager 33a bereitgestellt. Der Stanztrager
33a weist an der Oberseite 36 die reflektierende Beschichtung
6 auf, ein Basismaterial ist beispielsweise Aluminium. Ferner

wird ein zweiter Stanztrager 33b bereitgestellt, in dem die
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Konturen der aufleren Leiterrahmenteile 31 geformt sgind, siehe
Figur 10B. Der zweite Stanztrager 33b ist frei von der
reflektierenden Beschichtung, ein Basismaterial kann Kupfer

sein.

In einem nachfolgenden Verfahrensschritt, siehe Figur 10C,
werden die Stanztrager 33a, 33b zu dem Leiterrahmen 3
zugsammengefligt, etwa durch Aufeinanderlegen oder
Zusammenpressen. Durch ein Erstellen des Vergusskdrpers 5
werden die Stanztrager 33a, 33b sowie die Leiterrahmenteile

31, 32 miteinander verbunden, siehe Figur 10D.

Eine weitere Ausfihrungsform eines Verfahrens zur Herstellung
eines Halbleiterbauteils 1 ist in Figur 11 illustriert. GemafR
Figur 11A werden die Leiterrahmenteile 32, auf denen die
Halbleiterchips 2 befestigt werden, aus einem ersten
Stanztrager 33, insbesondere aus einer Aluminiumlegierung und
mit der reflektierenden Beschichtung 6, gefertigt. Die
Leiterrahmenteile 31 zur externen elektrischen Kontaktierung
des Halbleiterbauteils 1 werden separat von den
Leiterrahmenteilen 32 aus einem weiteren, in Figur 11B nicht
gezeichneten Stanztrager, beispielsweise aus einer
Kupferlegierung, geformt. Wie auch in allen anderen
Ausfihrungsbeigpielen kdénnen die Leiterrahmenteile 31 dlnner

sein als die Leiterrahmenteile 32.

Die separat voneinander vorgefertigten Leiterrahmenteile 31,
32 werden dann beim Formen des Vergusskdrpers 5 in eine nicht
dargestellte Spritzform oder Pressform gegeben und Uber den
Vergusskorper 5 mechanisch miteinander verbunden, siehe die
perspektivische Darstellung in Figur 11C. An der
Vergussoberseite 50 sind optional die Ausnehmungen 7a

geformt, so dass die Leiterrahmenteile 31 freigelegt sind.



WO 2013/045196 PCT/EP2012/066804
19

In Figur 11D ist ferner eine perspektivische Unteransicht des
Halbeiterbauteils 1 dargestellt. Optional weist das
Leiterrahmenteil 32 Ausnehmungen 7b auf, die von der
Unterseite 35 bis zu den Leiterrahmenteilen 31 reichen und
den Ausnehmungen 7a bevorzugt gegenlber liegen. Hierdurch
gsind die Leiterrahmenteile 31 beim Formen des Vergusskdrpers
5 besser fixierbar, zusammen mit den Ausnehmungen 7a an der

Vergussoberseite 50.

Die Verfahrensschritte des Pragens der Leiterrahmenteile 31,
32 und optional eines Biegens sowie des Anbringens und
Verdrahtens der Halbleiterchips 2 sind in den Figuren 10 und
11 nicht eigens dargestellt, kdénnen aber ebenso erfolgen. Die
Bearbeitung der beiden Stanztrdger 33a, 33b kann beim
Verfahren gemdf3 Figur 10 oder 11 analog zum Verfahren gemaf
Figur 9 erfolgen. Die Verfahrensschritte werden bevorzugt in
der angegebenen Reihenfolge durchgefiihrt, jedoch ist auch

eine hiervon abweichende Reihenfolge mdglich.

Die Verfahren, wie in den Figuren 9 bis 11 dargestellt,
kénnen zur Herstellung von Halbleiterbauteilen nach den
Figuren 5 bis 8 analog eingesetzt werden. Insbesondere kdnnen
die Verfahren jeweils optionale Schritte des Aufbringens von
Kontaktbeschichtungen 8 und/oder des stellenweisen Entfernens
der reflektierenden Beschichtung 6 zur Ausbildung der
Kontaktstellen 34 beinhalten. Ebenso kdénnen die Verfahren
weitere Schritte flr das Gieflen der nicht gezeichneten

Fillung sowie des Testens der Halbleiterchips 2 umfassen.

Durch die dargestellten Verfahren ist in wenigen Schritten

ein beschriebenes Halbleiterbauteil erzeugbar. Merkmale fir
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die Halbleiterbauteile sgind auch fiUr die Verfahren offenbart

und umgekehrt.

Die hier beschriebene Erfindung ist nicht durch die
Beschreibung anhand der Ausfihrungsbeispiele beschrankt.
Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede
Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede Kombination
von Merkmalen in den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn
dieses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit
in den Patentansprichen oder Ausfihrungsbeispielen angegeben

ist.
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Patentanspriche

1. Optoelektronigsches Halbleiterbauteil (1) mit
- mindestens einem optoelektronischen Halbleiterchip
(2),
- einem Leiterrahmen (3) mit einem oder mit mehreren
Leiterrahmenteilen (31, 32),
- mindestens zwei elektrischen Verbindungsmitteln (4),
Uber die der Halbleiterchip (2) elektrisch mit dem
Leiterrahmen (3) kontaktiert ist, und
- einem Vergusskdérper (5), der an dem Leiterrahmen (3)
angebracht ist und diesen mechanisch stitzt,
wobei
- das eine oder mindestens eines der Leiterrahmenteile
(32) an einer Oberseite (36) mit einer reflektierenden
Beschichtung (6) versehen ist,
- der Halbleiterchip (2) auf der reflektierenden
Beschichtung (6) an der Oberseite (36) angebracht ist,
- der Leiterrahmen (3) mindestens zwei Kontaktstellen
(34) aufweist, auf die die Verbindungsmittel (4)
unmittelbar angebracht sind, und
- die Kontaktstellen (34) aus einem von der
reflektierenden Beschichtung (6) verschiedenen Material

gebildet sind.

2. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach dem
vorhergehenden Anspruch,
dessen mindestens drei Leiterrahmenteile (31, 32) aus
demselben Stanztrager (33) gefertigt sind und bei denen
die reflektierende Beschichtung (6) durchgangig an den
Oberseiten (36) aufgebracht ist, wobei den Oberseiten

(36) gegenlber liegende Unterseiten (35) der
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Leiterrahmenteile (31, 32) frei von der reflektierenden

Beschichtung (6) sind.

3. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach dem
vorhergehenden Anspruch,
bei dem zwei der Leiterrahmenteile (31) eine Biegung um
180° aufweisen, so dass ein Teil der Unterseiten (35)
dieser Leiterrahmenteile (31) in dieselbe Richtung
weist wie die Oberseite (35) des dritten
Leiterrahmenteils (32), auf dem der Halbleiterchip (2)

angebracht ist.

4. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach Anspruch
1,
dessen mindestens zweili Leiterrahmenteile (31, 32) aus
voneinander verschiedenen Stanztragern (33, 33a, 33b)
gefertigt sind,
wobei nur die Oberseite (36) des Leiterrahmenteils
(32), auf dem der Halbleiterchip (2) angebracht ist,

mit der reflektierenden Beschichtung (6) versehen ist.

5. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,
bei dem die reflektierende Beschichtung (6) an
mindestens einer der Kontaktstellen (34) wvon der
Oberseite (36) von mindestens einem der
Leiterrahmenteile (31, 32) entfernt ist,
wobeil die reflektierende Beschichtung (6) mindestens

90 % dieser Oberseite (36) bedeckt.

6. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,
bei dem auf die reflektierende Beschichtung (6) bei

mindestens einer der Kontaktstellen (34) an der
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Oberseite (36) von mindestens einem der
Leiterrahmenteile (31, 32) eine Kontaktbeschichtung (8)
aufgebracht ist,

wobeil mindestens eines der Verbindungsmittel (4) auf

der Kontaktbeschichtung (8) angebracht ist.

7. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,
bei dem die Oberseite (36) des Leiterrahmenteils (32)
mit dem Halbleiterchip (2) in einem nicht vom
Vergusskdrper (5) Uberdeckten Bereich eben geformt ist
und, entlang einer Hauptabstrahlrichtung (z) der
Halbleiterchips (2) gesehen, die Kontaktstellen (34)

der weiteren Leiterrahmenteile (31) hoher liegen.

8. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,
bei dem auf der Oberseite (36) des Leiterrahmenteils
(32) mit dem Halbleiterchip (2) mindestens ein
Kontaktpodest (9) angebracht ist,
wobei an einer Podestoberseite (90), die dem
Leiterrahmenteil (32) abgewandt ist, mindestens zwei

der Verbindungsmittel (4) angebracht sind.

9. Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach dem
vorhergehenden Anspruch,
bei dem ein erstes der Verbindungsmittel (4) wvon einer
der Kontaktstellen (34) zur Podestoberseite (90) und
ein zweites der Verbindungsmittel (4) von der
Podestoberseite (90) zu dem Halbleiterchip (2) gefihrt
ist,
wobeil das erste und das zweite Verbindungsmittel (4)
voneinander unterschiedlich geformt sind und/oder

unterschiedliche Materialien aufweisen.
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Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem keine gerade, ununterbrochene Verbindungslinie
von einer der Oberseite (36) abgewandten
Strahlungshauptseite (20) des Halbleiterchips (2) zu
den Kontaktstellen (34) vorhanden ist, so dass die
Kontaktstellen (34) von direkter Strahlung des

Halbleiterchips (2) abgeschattet sind.

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach dem
vorhergehenden Anspruch,

bei dem die Abschattung der Kontaktstellen (34) durch
den Vergusskdérper (5) erfolgt,

wobeil der Vergusskdrper (5) aus einem

lichtundurchlassigen Material gebildet ist.

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem mindestens einesgs der Leiterrahmenteile (31, 32)
eine Aluminiumlegierung als Basismaterial aufweist, und
die reflektierenden Beschichtung (6) Silber und/oder
ein Siliziumoxid und/oder ein Titanoxid umfasst oder
hieraus besteht,

wobei die Kontaktstellen (34) Aluminium, Silber,
Nickel, NiP, Palladium und/oder Gold umfassen oder

hierauf basieren oder hieraus bestehen.

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem eine Dicke des Leiterrahmenteils (32), auf dem
der Halbleiterchip (2) angebracht ist, zusammen mit der
reflektierenden Beschichtung (6) zwischen
einschlielich 0,3 mm und 2,0 mm betragt,

wobel ein mittlerer Durchmesser dieses
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Leiterrahmenteils (32) zwischen einschlieflich 8 mm und

30 mm liegt.

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem eine Dicke des Leiterrahmenteils (31) oder der
Leiterrahmenteile (31), die zu einer externen
elektrischen Kontaktierung des Halbleiterbauteils (1)
eingerichtet sind, zwischen einschliefflich 80 pm und
200 pum betragt,

wobei dieses mindestens eine Leiterrahmenteil (31) aus

einer Kupferlegierung gefertigt ist.

Optoelektronisches Halbleiterbauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem, in Draufsicht gesehen, der Vergusskdrper (5)
den Halbleiterchip (2) ringsum vollstandig umgibt und
ein von dem Vergusskorper (5) umschlossenes Areal
vollstadndig von dem Leiterrahmenteil (32), auf dem der

Halbleiterchip (2) aufgebracht ist, ausgefdllt ist.
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